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最先端９０ナノメートル・ＤＲＡＭ混載プロセスを用い 

「プレイステーション ２」用ＣＰＵおよび描画プロセッサを１チップ化 

 
 
 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント（ＳＣＥＩ）は、９０ナノメートルのＤＲ

ＡＭ混載プロセスを用いた最先端の半導体生産を、世界に先駆けて本年度から本格的に開始いた

します。この最先端半導体技術の導入により、「プレイステーション ２」（ＰＳ２）に搭載され
ているＣＰＵ「エモーションエンジン」（ＥＥ）および描画プロセッサ「グラフィックス・シン

セサイザ」（ＧＳ）を１チップ化いたします。 
  
 この新しい超高集積半導体に搭載されるトランジスタの総数は５３５０万となり、一層の低消

費電力化およびコスト低減が可能となります。 
 今回の９０ナノメートルに対応したＤＲＡＭ混載プロセスの量産は、半導体業界の技術標準で

ある国際半導体技術ロードマップ（ＩＴＲＳ）を牽引し、他社と比べても半年以上早い導入とな

ります。 
 新しい半導体の生産は、まずＳＣＥＩと株式会社東芝との協業による半導体生産拠点株式会社

大分ティーエスセミコンダクタ（大分県大分市：ＯＴＳＳ）において今春からスタートし、続い

て本年秋にはＳＣＥＩの半導体生産拠点ＳＣＥ Ｆａｂ（長崎県諌早市）にも導入を行ってまいり
ます。 
 
 ＳＣＥ ＦａｂおよびＯＴＳＳにおいては、１９９９年以降約３０００億円の設備投資を行うこ
とにより、１８０ナノメートル・プロセスに対応した半導体生産ラインの導入からスタートし、

すでに９０ナノメートル・プロセスに対応した生産ラインの敷設が進んでいます。 
 両拠点は１８０～１４０ナノメートル・プロセスに対応したＤＲＡＭ混載プロセスおよびロジ

ックプロセスにおいては世界最高水準の生産性を達成しており、今回の９０ナノメートルのＤＲ

ＡＭ混載プロセス技術の量産立ち上げは、これらの取り組みをさらに加速するものです。 
 
 ＳＣＥＩは、今後とも「プレイステーション」および「プレイステーション ２」を中心にゲー
ム・音楽・映画・出版・番組等が融合した新しいコンピュータエンタテインメントの世界を創造

するとともに、グローバルなブロードバンドネットワークの構築を強力に推進してまいります。 
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＜新半導体 概要＞ 

ＥＥ：   １２８ビット ＲＩＳＣ 
ＧＳ：   ＤＲＡＭ内蔵並列描画プロセッサ 
プロセス：  ９０ナノメートル 
総トランジスタ数： ５３．５Ｍ Ｔｒ． 
混載ＤＲＡＭ容量： ４ＭＢ 
メモリセルサイズ： ０．１９μ㎡ 
クロック周波数：  ２９４．９１２ＭＨｚ 
消費電力：  ８Ｗ（当初２チップ合計で３７Ｗ） 
メタル配線層数：  ５ 
ダイサイズ：  ８６ｍ㎡（当初２チップ合計で５１９ｍ㎡） 
パッケージ：  ５３６ピン ＥＢＧＡ 
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